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１．概要（Summary） 

廃熱などの熱エネルギーを高度利用するためには、対

象とする場の温度分布を所望の時間・空間分解能および

制度で計測する必要がある。本研究では、蛍光を用いた

温度分布計測法を開発しており、本制度を用いてそのセ

ンサ膜の基板、電極、および絶縁層を作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 多元スパッタ装置 (i-miller)、全自

動スパッタ装置 (Auto Sputter-depo System)、走査電

子顕微鏡 (FE-SEM)、イオンスパッタ (Ion Sputtering 

System)、水蒸気プラズマ洗浄装置  (Water Vapor 

Plasma Cleaner) 

【実験方法】 

石英ガラスを母材とし、スパッタ成膜装置により、片面に

ITO を 100 m のオーダで成膜し、透明ヒーターとし

た。次に、電極として Ti および Au を両面に、それぞ

れ 20、100 nm 成膜した。ITO を製膜する際は Ar と 

O2 の流量は NIMS のプロセスデータベースを参考に 

12.9:1.1 とし、Ti、Au を製膜する際は Ar 雰囲気で

成膜した。いずれもパワー 200 W とした。 

ここまで作製した基板に対して、申請者らの独自の方

法で蛍光体物質を含む薄膜を成膜したのちに、スパッタ

成膜装置を用い、最終層として Al2O3 を成膜して絶縁し

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 本研究では、ガラス基板上に成膜した ITO 薄膜をヒー

ターとして扱う。実験上の観点から電気抵抗を所望の値

に設定する必要があった。Fig. 1 に、ITO 成膜時にお

けるシート抵抗の膜厚依存性について条件出しした結果

を示す。ただし、膜厚は成膜レートからの推算値である。

Fig. 1 に示すように、ITO 膜の厚みをパラメータとするこ

とで、本研究に必要なシート抵抗値を取得できることを確

認した。本研究では、ITO をヒーターとして成膜したのち

に Ti、Au を電極として成膜し、その上に独自の方法で

蛍光物質を含む数 m の薄膜を成膜した。この薄膜を 

SEM を用いて観察し、蛍光物質の分布を評価した。 

 

 
Fig. 1 Film-thickness dependency of ITO’s sheet 

resistance. 
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